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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T4023的第3部分。GB/T4023已经发布了以下部分:
———半导体分立器件 第1部分:分规范(GB/T4023.1—2026);
———半导体器件 分立器件和集成电路 第2部分:整流二极管(GB/T4023—2015);
———半导体分立器件 第3部分:信号、开关和调整二极管(GB/T4023.3—2026);
———半导体分立器件 第4部分:微波二极管和晶体管(GB/T4023.4—2026)。
本文件代替GB/T6571—1995《半导体器件 分立器件 第3部分:信号(包括开关)和调整二极

管》,与GB/T6571—1995相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围(见第1章,1995年版的第Ⅰ章第2条);

b) 删除了信号二极管(包括开关二极管)中“信号二极管”“反向直流电压”“反向平均电压”“反向

峰值电压”“正向平均电流”“正向峰值电流”“单脉冲能量”“恢复电荷”“反向恢复时间”“正向恢

复时间”“微分电阻”“正向直流电阻”“反向直流电阻”“总电流灵敏度”“增量电流灵敏度”“品质

因数(检波二极管)”的术语和定义(见1995年版的第Ⅱ章第1节的1.1、2.1.1、2.1.2、2.1.3、

2.2.1、2.2.2、2.3.2、2.4.1、2.4.2、2.4.3、2.4.4、2.4.5、2.4.6、2.4.8、2.4.9、2.4.10),电压基准二极管

和电压调整二极管中“电压调整二极管”“正向”“反向”术语和定义(见1995年版的第Ⅱ章

第2节的1.2、1.3、1.4),电流调整二极管中“电流调整二极管”“阳极端”“阴极端”“调整范围”
的术语和定义(见1995年版的第Ⅱ章第3节的1.1、1.2、1.3、2.1.1);增加了电压基准二极管和

电压调整二极管中“工作方向”(见3.2.2)、“调整范围”(见3.2.3)、“工作电流”(见3.2.4)、“工作电

压”(见3.2.5)、“微分电阻”(见3.2.6)、“工作电压的温度系数”(见3.2.7)的术语和定义;更改了

“电压基准二极管”(见3.2.1,1995年版的第Ⅱ章第2节的1.1)和“极限电流”(见3.3.6,1995
年版的第Ⅱ章第3节的2.2.2)的定义;

c) 删除了信号二极管(包括开关二极管)中“检波平均输出”“阻尼”“恢复,检波”“贮存”“正向瞬态

总电压”“正向平均电压”“反向瞬态总电压”“正向浪涌电流”“平均输出整流电流”“浪涌功率”
“射频连续波功率耗散”“射频脉冲功率耗散”“阻尼系数”“阻尼电阻”“效率”“增量电流灵敏度”
“总电流灵敏度”“单脉冲能量”“工作点微分电阻”“品质因数”的文字符号(见1995年版的第Ⅱ
章第1节的3.2.1、3.2.2、3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.3.5),电压基准二极管和电压调整二极管中“在工

作电压范围以下的反向直流电压”“工作电压的长期稳定性”的文字符号(见1995年版的第Ⅱ
章第2节的3.3.1、3.3.3),电流调整二极管中“最大工作电压”“调整电流(工作电流)的温度系

数”的文字符号(见1995年版的第Ⅱ章第3节的3.3.2、3.3.3);

d) 增加了信号、开关二极管中“功率检波效率”符号(见4.2.2.4);更改了信号、开关二极管中“正
向恢复时间”“重复脉冲能量”的符号(见4.2.2.3、4.2.2.4,1995年版的第Ⅱ章第1节的3.3.4、

3.3.5); 
e) 删除了信号二极管(包括开关二极管)额定值中“在规定的脉冲持续时间和规定的占空因数时

的正向峰值电流(用于开关二极管)”(见1995年版的第Ⅲ章第1节的2.2.5);删除了电压基准

二极管和电压调整二极管中“额定方式”“推荐温度”(见1995年版的第Ⅲ章第2节的1.1、1.2);
删除了电流二极管中“类型”“半导体材料”“外形”(见1995年版的第Ⅲ章第3节的1、2、3);额
定值中增加了电流二极管“在25℃的环境温度或管壳温度下的最大总功率耗散及降额曲线或
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降额系数”(见5.4.1)、“最大反向电压/最大反向电流(适用时)”(见5.4.1)、“最大正向电压(适
用时)(见5.4.1)”;

f) 删除了电压基准二极管和电压调整二极管中“工作电压(脉冲法)”测试方法(见1995年版的

第Ⅳ章第2节的1.2)、“工作电压温度系数(脉冲法)”(见1995年版的第Ⅳ章第2节的3.2);信
号二极管(包括开关二极管)中“反向恢复时间”“恢复电荷”合并、更改为一个测试方法(见

6.2.5,1995年版的第Ⅳ章第1节的4.2.2、4.2.3),电压基准二极管和电压调整二极管中“工作

电压范围内的微分电阻(直流法)”“工作电压范围内的微分电阻(脉冲法)”合并、更改为“工作

电流范围内的微分电阻”测试方法(见6.3.2,1995年版的第Ⅳ章第2节的2.1、2.2);

g) 更改了耐久性试验中“耐久性试验后接收的判定失效的特性”为“耐久性试验后接收特性及接

收判据”(见7.2,1995年版的第Ⅴ章第1节的2.5);增加了耐久性试验中电流调整二极管工作

寿命的工作条件和测试电路(见7.3)。
本文件等同采用IEC60747-3:2013《半导体器件 第3部分:分立器件 信号、开关和调整二极管》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———为与现有标准协调,将标准名称改为《半导体分立器件 第3部分:信号、开关和调整二极管》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国半导体器件标准化技术委员会(SAC/TC78)归口。
本文件起草单位:安徽安芯电子科技股份有限公司、中绍宣科技集团有限公司、深圳市德瑞茵精密

科技有限公司、石家庄天林石无二电子有限公司、安徽建筑大学、安徽省电子产品监督检验所、南京百识

电子科技有限公司、郑州汉威光电股份有限公司、济南大学、先之科半导体科技(东莞)有限公司、深圳天

狼芯半导体有限公司、深圳优晶微电子科技有限公司、苏州职业技术大学、健鼎(湖北)电子有限公司、
东莞市嘉佰达电子科技有限公司、江苏华芯智造半导体有限公司、深圳市信展通电子股份有限公司、
安徽芯旭半导体有限公司、深圳深爱半导体股份有限公司、安徽安美半导体有限公司、宁波群芯微电子

股份有限公司、名正(浙江)电子装备有限公司、江苏新智达新能源设备有限公司。
本文件主要起草人:张小明、左俊英、孙光灵、赵玉玲、李锐、安启跃、韩若兰、刘影影、宾伟雄、宣融、

牛司举、赵德刚、汪义旺、刘轶亮、刘伟、赖泽联、胡鑫、林雅璟、骆宗友、植韵涵、刘文清、周刚、杨华、李杰、
李建利、丁蕾、郑勇、向军、刘园园。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1986年首次发布为GB/T6571—1986;1995年第一次修订;
———本次为第二次修订,调整为GB/T4023的第3部分。
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引  言

半导体分立器件是电子行业的通用基础产品,为电子系统中的最基本单元,其性能与可靠性直接影

响工程质量和可靠性。GB/T4023作为基础标准,旨在规范半导体分立器件的参数体系、测试方法及

可靠性评价,拟由九个部分构成。
———第1部分:分规范。目的在于规定半导体分立器件(除光电子器件和分立器件模块外)的质量

保证要求。
———第2部分:整流二极管。目的在于规定整流二极管的术语、文字符号、基本额定值和特性以及

测试方法等产品特定要求。
———第3部分:信号、开关和调整二极管。目的在于规定信号、开关和调整二极管的术语、定义和图

形符号、文字符号、基本额定值和特性以及测试方法等产品特定要求。
———第4部分:微波二极管和晶体管。目的在于规定微波二极管和晶体管的术语、文字符号、基本

额定值和特性以及测试方法等产品特定要求。
———第6部分:晶闸管。目的在于规定晶闸管的术语、文字符号、基本额定值和特性以及测试方法

等产品特定要求。
———第7部分:双极型晶体管。目的在于规定双极型晶体管(微波晶体管除外)的术语、文字符号、

基本额定值和特性以及测试方法等产品特定要求。
———第8部分:场效应晶体管。目的在于规定场效应晶体管的术语、文字符号、基本额定值和特性

以及测试方法等产品特定要求。
———第9部分:绝缘栅双极晶体管(IGBT)。目的在于规定绝缘栅双极晶体管(IGBT)的术语、文字

符号、基本额定值和特性以及测试方法等产品特定要求。
———第15部分:绝缘功率半导体器件。目的在于规定绝缘功率半导体器件的术语、文字符号、基本

额定值和特性以及测试方法等产品特定要求。

GB/T4023(所有部分)采取自主制定与采用IEC60747系列中与分立器件相关标准相结合的方

式,实现半导体分立器件的参数体系、测试方法和可靠性评价等满足国内半导体分立器件的需求,同时

与国际接轨。通过制定该文件,为半导体分立器件的研制、生产和检验提供依据和重要支撑。
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半导体分立器件

第3部分:信号、开关和调整二极管

1 范围

本文件规定了信号、开关和调整二极管的术语、定义和图形符号,符号,基本额定值和特性,测试方

法,接收和可靠性要求。
本文件适用于下列各类二极管的研制、生产和检验。包括:
———信号二极管(不包括设计用于工作频率在百兆赫兹以上的二极管);
———开关二极管(不包括大功率整流二极管);
———电压调整二极管;
———电压基准二极管;
———电流调整二极管。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T2900.66—2004 电工术语 半导体器件和集成电路(IEC60050-521:2002,IDT)
GB/T14733.7—2008 电信术语 振荡、信号和相关器件(IEC60050-702:1992,IDT)
GB/T17573—2026 半导体器件 总则(IEC60747-1:2006,IDT)

3 术语、定义和图形符号

GB/T2900.66—2004、GB/T14733.7—2008和GB/T17573—2026界定的以及下列术语和定义适

用于本文件。

3.1 信号和开关二极管

3.1.1
正向恢复电压 forwardrecoveryvoltage
Vfr

从零或反向电压转换为正向电流,在正向恢复时间期间出现的电压。
3.1.2

电压检波效率 detectorvoltageefficiency
ηV

在规定的电路条件下,直流负载电压与正弦波输入峰值电压之比。
3.1.3

功率检波效率 detectorpowerefficiency
ηP

当二极管在规定的条件下工作时,由交流信号在负载电阻上产生的直流功率变化量与正弦电压源
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